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 水素を含む化合物は、今、非常に注目されている。これまで、水素吸蔵合金や燃料電池などの

水素エネルギー応用に集中して膨大な研究がなされてきたが、近年では研究の出口が多岐にわた

る。例えば、Li+や Na+[1]、ヒドリド(H-)イオン[2]の導電性が報告され、電気化学デバイス応用が

期待されている。また、光応答性を活用したスマートウィンドウ応用[3]や、超高圧下における高

温超伝導[4]の発見など、固体物理や固体化学の基礎研究者にまで関心が広がっている。 

 水素ならではの特徴として荷電状態の柔軟性がある。水素は電気陰性度が全元素中でも中間的

であり、周囲の環境次第でH+(プロトン)にもH(原子状)にもH-(ヒドリド)にもなりうる。そのため、

この荷電状態を外場で制御できれば、物性ががらりと変化するデバイスへの応用も期待できる。 

 このような魅力的な金属水素化物をエピタキシャル薄膜化し、物性研究やエレクトロニクスデ

バイスへの展開を目指している。これまでに、反応性スパッタ法を用いた薄膜成長により、TiH2、

NbH、MgH2(水素吸蔵)、YH2(調光ミラー)、EuH2(強磁性半導体)などの金属水素化物[5]や、反応ガ

スとしてO2やN2も混合したアニオン複合化によるイットリウム酸水素化物(YOxHy)[6]とカルシウ

ム窒素水素化物(Ca2NH)[7]のエピタキシャル成長に成功した。本講演では、これらの成膜手法を

紹介し、水素化物薄膜を通じた電子・イオンが絡んだ興味深い物性について紹介する。 
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Figure: Brief summary of our studies on metal-hydride epitaxial thin films. 
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